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Circuito Digital Integrado

Encapsulado "
de pléstico
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Numeracion de los Pines

Identificador Muesca
del pin 1
l\\o 16
2 15
3 14
4 13
S 12
6 i1
7 10
8 9
DIP o SOIC

Identificador
del Pin 1

3 19

9 13
PLCCo LCCC
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Tecnologias de Circuitos Integrados

FAMILIAS LOGICAS

{

ECL - | CMOS _ NMoS

\/\

BICMOS HCMOS

Escalas de Integracion

SSI < 12 puertas
MSI < 100 puertas
LSI < 1000 puertas
VLSI > 1000 puertas
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Disipacion de Potencia

+VCC +VCC

ICCH ICCL

BAJOL) —] ALTO(H) 2382:; _ BAJO(L)
[ = lecu+ IeaL
CcC — 2
Py = Veclee
‘Potencia
TTL
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Retardo de propagacion

Entrada | &l_ida
<— Retardo —>
—» !

[ ]
ALTOG) | _)_'_

H )——— Salida
~ Entrada

H
Entrada _/—\—
|
L [
Salida H | (———‘—\
!
L

H=ALTO Z ' '
L=BAJO oy

IphL
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Carga y Fan-out

Puerta excitadora Puertas de carga
A —
B e
+5V
ALTO (H) —
Iy
ALTO (H) > . >
Excitador ALTO (H)
Fuente de corriente C:-r-ga
+5V
BAJO (L) ~
BAJO (L)

Sumidero de corriente
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Carga TTL

+5V

< 1 de fuente
< total

~———ALTO (H)l
Vi"

L

AA
\AJ

S >
P2 P
I > 1 — > 1 pa—
HQ0) 1H(2) tH(a)
+SV
S
, —— <

- <z ) 1 absorbida total
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CC

|
+V —__-_—_;I:ON
/

B

un interruptor cerrado

+Vcc

o
<

Fo\
)
)
[l

+V, +

Conmutacion del BJT

VCC

Transistor saturado. Equivale a

+VCc

Transistor bloqueado. Equivale a
un interruptor abierto
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Inversor TTL

-
AD,

Entrada
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R,
Polarizacién —~
inversa

ALTO (H) 0,

D,

BAJO (L)

(0] V)| 0,
=+

Funcionamiento de un inversor TTL

+5V

ALTO (B

BAJO (L)
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Puerta NAND TTL
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Puerta NOR TTL

Entrada A

Entrada B —
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Otras

54/74XXXX
54/74LXXXX

54/74LSXXXX

54/74ASXXXX

54/ T4ALSXXXX

Subfamilias

TTL ESTANDAR
TTL DE BAJO CONSUMO

TTL SCHOTTKY
DE BAJC CONSUMO

TTL SCHOTTKY AVANZADA

TTL SCHOTTKY AVANZADA

DE_BAJO CONSUMO

El “producto retardo de propagacion por
potencia consumida”: Es un factor de
meérito para cada tecnologia

Tiempo de
propegecion
TL-L
Wm |--¢
]
]
]
! TTL
)
‘ISnl _-_T __________ __’
L. JiL-us '
10ne ---l—--' 1
. . ' i
4ns ___'!"Al‘. 1
i [} fl TTL-S
I3m b - - - - roms - .-
2 b e b e e L L__._.._..m:.”..
! ! ! 1o Powncie disipads
1MW 2mW 10 mW 20 mw " VN pusrta biiice
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Unidad de carga

=16MA
loy=~400pA

lov
_low=
!

Iq,-'l mA

lo=20mA
Igu=-2mA

lo=2mA
low=-200uA
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DE CARGA

W=16mA

| =-400pA
=20uA
=-1004A

" I, =20uA

Iy =-2MA

l,.=-S00RA
h=20uA

FAMILIA DE DISPOSITIVOS | CORRIENTE POR UNIDAD | CORRIENTE DE SALIDA

TIL

LOW POWER
SCHOTIKY

ADVANCED LOW

POWER SCHOTTKY

SCHOTIKY

ADVANCED

SCHOTIKY

LOW POWER
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Puertas en colector abierto
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+5V
kY 2
o 35
(oF A —cl>——«»
[
E >
'2 8 ]
O |> e
+— B— X = ABCD
o c—q>—4
+~
0]
< D ——4: >
o o
— X=ABCD
<
N +5V
0]
<>
’ J
b
Q ALTO (H) BAJO (L)
o) ) F,;
[}
£ !
o p— '? 4
> BAJO (L) OFF BAJO (L)
Qg) Q>
) o = .}___ BAJO (L) ALTO (H)
e 5
© ggB < :
%35

BAJO (L) OFF BAJO (L) —I >——|

OFF
Qx 0. J—

Cuando todos los transistores de salida
estdn bloqueados, 1a salida es un nivel alto.

Cuando uno o més transistores de salida
se saturan, la salida es un nivel bajo.

11-20




2 Dpto. de Sistemas Electronicos y de Control
— .

+VCC

Entrada Salida

Circuito inversor con salida en colector abierto

+ VCC

R (externa)

Entrada Salida

0;
Ry l

Con resistencia de pull-up externa
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Puertas con salida triestado

ALTO(H) BAJO(H) BAJO(H) ALTO(H)
BAJO(H) BAJO(H)
(habilitaci6n) (habilitacién)

Habilitado para funcionamiento 16gico normal

indiferente

ABIERTO

ALTO(H)
(habilitacién)

Estado de alta-Z
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Circuito mversor Triestado

Entrada

Habilitacién
(Enable)

+Vee

%&
Q4
’ * Salida de alta-Z

i«zs
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El MOSFET

Drenador (D)

Fuente (S)

canal-n

Drenador

=
. =

Fuente

canal-e
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+5V +5V +5V +5V
o) o] o) o]
S S
m Ron :j _ < Rorr
ON = (pequefia) OFF = (grande)
sV —
ov G — + G
D D
. — —_Q )
= ON = = OFF ~
. Interruptor canal-p
+5V +5V +5V +5V
? o
D D
—l - oN RON _I ROFF
= (pequeiia) OfFF = (grande)
+5V D Qv G :::1
S S
= ON T = OoFF T

Interruptor canal-n
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Inversor CMOS

+VDD
Puctts (G) Fuente (S)
‘__] 3o,
'_‘
i . Drenador (D) Salida
- Drenador (D)
}_
____I 0,
Puerta (G) Fuente: (S)
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+VDD
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Puerta NAND-CMOS

+Vpp

¥

'_:l Salida

Entrada A L

Entrada B

|
I

—L T

4

> Tl ol ol
e oJ ualie ol el B~
OO wn®w

e RZEeR”Z

wehon

whwh

[yl =B= >R -1 I

C =corte (of)

S = saturacién (on)
H=ALTO

L =BAJO
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Puerta NOR-CMOS

+VDD
Entrada A — i
| o
Entrada B —
0,
’_J 3 Salida
_J : l 0; : ' Qs
A B QO O 03 04| X
L L S S C C H
L H S C C S L
H L C S S C L
H H| C C S S L
C= corte (off)
S= saturacién (on)
H=ALTO

L=BAJO
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Caracteristica de transferencia

3.0
4.0

3.0

2.0

OUTPUT VOLTAGE

1.0

[ [}
L<$1]}

- -:Q” o _

TA=125°C
TA=25°C
A =-55°C

10 20 3.0 40 5.0
INPUT YOLTAGE
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Niveles logicos en funcion de la
alimentacion

Von“*Vec~-01Y

VNHINC) ® 029 Vee

VOLTAGE

Vi =02 Voo

— INPUT/OUTPUT

3
Vosuc2Iv ___

' Wwe) *0.14vee
Viu=2v —2

. v...-o;v___j_" v Vu.'fﬂvec
'Vcct - ‘:_ VNL“iC’-N'Vcc

VoL =04V |
° 1 1 1 VoL*0.1V
2 3 @ | s [
Ls
Voo 8V £10%

——————> POWER SUPPLY VOLTAGE
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Caracteristicas de entrada salida
G

I

INPUT MODEL

vos () R

OUTPUT MODEL
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Puerta triestado

vl «
-— N -
Habilitacién
Entrada
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Interfaz CMOS-TTL

CMOS CMOS

TTL — :})_.__LS TTL
[ > —
Be

=

CMOS-TTL estandar. Fan-out = 2

A

1

RN

¢

CMOS-TTL Schottky de bajo
consumo. Fan-out = 10

— STTL — AS TTL
D> Do
D

CMOS-TTL Schottky . CMOS-TTL Schottky

Fan-out=2 avanzada. Fan-out = 2
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Puerta SCHMITT

v v

Vo [:  Vour IN ouT
Vinz

INVERSOR SCHMITT NAND SCHMITT

Caracteristica de transferencia

VouT §
Voo
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Tiempos de subida/bajada

v

| |
~Vour ViN
/ |
3
v yal '
-1 A
vEF V7T ETEE
N YT
Ls.l/’ A

Tiempos de subida/bajada
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Puertas de transmision

Estructura y tabla de verdad

1 A V.|V,
e
* Yoo 0 X 4
¥, 0 —1 ¢
My
A4r; 1 v | Y%
A

81 A=0 la puerta estd cerrada y ll‘q- 10° oh.

'Si A=1 la resistencia de la puerta varfa de-

pendiendo del valor de Vx
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